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摘要 

  比利時魯汶大學(K.U.Leuven)，該校建立於 1425 年，是目前比利時國內最大、

排名也是最高的大學，同時該校亦是歐洲研究大學聯盟(the League of European 

Research Universities- LERU)的共同創始人之一，因此該校在工程、管理、建築、

生醫等領域，均有卓越的教學資源及高品質的科學研究，此外，位於魯汶大學校

區內之校際微電子中心(Inter_University Microelectronic Center, IMEC) 創立於 1984

年的歐洲跨校際微電子研究中心(imec)，位於比利時魯汶。以微電子、資訊及通

訊技術的研發著稱，專注在領先業界 3 至 10 年的研究。目前是全世界最大微電

子及相關奈米技術的研究中心。研究人員將近 2000 人，其中 600 位研究人員是

來自業界的合作研究夥伴和訪問學者。核心研究夥伴群包含 Intel, TSMC, Samsung, 

Panasonic, Global foundries, Micron, NVDIA, Qualcomm, ASML 等國際大廠。除總部

在比利時魯汶外，目前在荷蘭、台灣、中國、印度均設有研發中心，並於美國及

日本設有辦事處，更是歐洲半導體與泰米電子研究相當重要的單位。 
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本文 

一、 目的 

本校與比利時魯汶大學，目前已有進行雙聯學位交流計畫及雙邊合作研究計

劃，透過此次參訪討論，希望能夠在即有的合作架構之下，讓實驗室學生有機會

和 IMEC 進行學術交流及共同研究嶄新技術，進而增進研究生研究素質。此次參

訪主要研究技術為 GaN on Si 技術，因為此技術的不論在高屏元件或是高功率元

件上皆有極大潛能，在全世界不論在學界或是業界皆有眾多機構在進行研究，此

參訪以雙方交流討論方式來討論何種磊晶技術能夠做出高效能的元件性質。 
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二、過程 

本次參訪位於比利時之魯汶大學之 IMEC 研究機構。 於 11/09 晚間從台灣

出發，於當地時間 11/10 早上七點抵達法國戴高樂機場，隨後前往比利時 IMEC

研究機構。下表為此次參訪行程: 

 

 日期 摘要 

1 11/10 IMEC 實驗室及儀器觀摩，及與機構負責人討論雙方

學生如何交流及規則 

2 

11/11 

與實驗室及研究人員交流討論 GaN on Si 磊晶技

術，分別以下列三項進行討論： 

1.高頻元件緩衝層設計 

2.高功率元件衝層設計 

3.AlGaN barrier  

3 

11/12 

與實驗室及研究人員交流討論材料分析技術： 

1. TEM（穿透式電子顯微鏡） 

2. XRD（X-光射線分析） 

3. SEM（掃眠式電子顯微鏡） 

4 10/13 GaN 元件製程開發及量測 
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三、心得及建議 

     比利時 IMEC 微電子研究中心在歐洲半導體技術研究發展上是相當重要的

研究單位。除了擁有深厚的研究能量，魯汶大學及 IMEC 研究中心也因為相鄰性

地域之關係而在半導體及微波電子研究領域上建構了相當成熟的研究平台，而在

GaN 磊晶方面 IMEC 更有多年的經驗，透過此平台，學校能夠清楚了解到目前

業界在半導體研究發展方向以及所面臨到的因難及瓶頸，因此許多在技術研發過

程中所產生的問題都可以利用此平台尋找到合適且優秀的研究人員而被解決。 

    透過此次的參訪行程，期望能透過交大與 IMEC 的合作關係，將優秀學生送

至 IMEC 進行半年至一年的交流，培養學生國際觀並且增進國內半導體研究技術

競爭力。此參訪由雙方討論共同討論交流之研究生必須具有 GaN on Si 磊晶基礎

能力及基礎材料分析理論。 

  此次參訪交流與該單位研究人員討論交流 GaN on Si 磊晶技術並由高頻元件

及高功率元件為基礎討論未來合作之題目方向，期許透過雙方共同合作能夠突破

目前 GaN on Si 的瓶頸以幫助台灣半導體業有更大的突破。 

    由於近年來，環保意識的抬頭，在電子產品的要求上，更加追求高效率，低

耗損等條件，因此 GaN 高功率電子元件及高頻元件因而受到相當大的關注，而

又因 Si 晶圓在成本上相當低廉，現今產業及研究單位皆在 GaN on Si 上希望有

所突破。經由雙方交流討論後，以現今 GaN 產業中最有前瞻性的高頻元件及高

功率元件及材料分析作為三大主軸作為研究主題。為求高效能元件，GaN 磊晶

層必須有高磊晶品質，為此，我們計畫由高功率元件緩衝層及高頻率元件緩衝層

作為主軸，以材料分析為輔提高 GaN 磊晶層結晶品質。 

此外，雙方合作交流不僅止於學生交流，本合作交大實驗室將提供 GaN on Si 

磊晶層，送往 IMEC 進行後續元件製程及測量，雙方緊密合作能夠有效率的突破

現有瓶頸，雙方研究效率更高，對於國內發展 GaN 高功率電子元件並且導入實

際應用端上是具有相當的正面效益。 
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四、附錄 

1. 本人受邀訪問之邀請函: 
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2.與 GaN on Si 磊晶技術研究員討論新型磊晶技術及元件設計。 

 

 

 

4. 和 IMEC Guido Groeseneken 教授交流材料分析部分及交換學生之標準。 
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5. 與邀請人 Tsann Lin 交流後端元件製程及測量，及總結此次參訪建議及心得。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


